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상온에서 30,000 cm2
이상의 전자 이동도를 보유한 는 혹은 등 기존의 반도체/Vs InAs GaAs Si

물질보다 값이 크므로 을 위한 을 구현하기 위한 최적의 물질로spin length , SPINFET 2DEG
인정받고 있다.
그러나 상기 는 의 격자상수를 가져 구득이 용이한 및InAs 0.606nm GaAs (0.565nm) InP

기판과 격자부정합이 심하여 고품질의 을 구현하기위하여 특별한 기술이(0.587nm) InAs 2DEG
요구된다 이에 본 발표에서는 을 구현하기 위한 가지 방법 즉 기판상에. InAs 2DEG 2 , GaAs

층을 올려 격자상수 기판을 제작하여 을 성장하는 방법과 기판상에AlSb 0.6nm InAs 2DEG , InP
격자 부정합 이내의 층을 성장하는 두 가지 방법을 시도하여 으로 적절한InAs , SPINFET InAs

이 형성되었음을 보고한다 측정된 상온 전자이동도는2DEG . 25,870 cm2
이상이었으며/Vs , 77K

전자이동도는 106,900 cm2
이상이었다/Vs .

또한 물질을 저렴한 상에 격자 부정합을 극복하고 두께로 성장하여 상온InSb GaAs 2.6 um ,
전자이동도 60,000 cm2

이상의 고품질의 성장이 되었음을 보고한다/Vs .
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그림 층을 결함 극복층으로 사용하여 상에 성장시킨 의 구조및1. (a) AlSb GaAs InAs 2DEG
밴드갭 다이어그램 의 구조와 같은 구조이나 그 측정 값은 배 이상임(b) . Ref [1] , 2 . (c) InP

기판상에 격자 부정합내로 층의 두께 조절된 의 구조 측정된 상온 전자이동도InAs InAs 2DEG .
12,030 cm2

전자이동도/Vs. 77K 76,420 cm2
기판상에 성장된 층의 성장 두께/Vs. (d) GaAs InSb

에 따른 상온 전자이동도 두께의 만으로도. 0.7um InSb 30,000 cm2
이상의 상온 전자이동/Vs

도를 획득할 수 있음.
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